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【57】申請專利範圍
1.　一種發光二極體，包含：
一基板；

一磊晶複合層，具有一第一化合物半導體層、一發光層及一第二化合物半導體層，該第

一化合物半導體層夾置於該基板與該發光層間；

一限光層，設置於該發光層及該第二化合物半導體層間，具有一限光開口；及

一透明導電層，設置於該磊晶複合層上，

其中，該發光層發出的光線將受限而須穿越該限光層之該限光開口後再由該透明導電層

對外射出，該限光開口具有一最小開口內徑，該最小開口內徑依據該發光層的發光波段

具有一反向變化關係，當該發光層的發光波段自 620奈米（nm）變化至 940奈米
（nm），該最小開口內徑自 45微米（µm）變化至 30微米（µm）。

2.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該限光開口具有一最大開口內徑，該最大開口內徑
為 60微米（µm）。

3.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該限光層係一氧化層。
4.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該透明導電層具一最小厚度，該最小厚度依據該發
光層的發光波段具有一正向變化關係。

5.　如請求項 4所述之發光二極體，其中當該發光層的發光波段自 620奈米（nm）變化至
940奈米（nm），該最小厚度自 2400埃（Å）變化至 4400埃（Å）。

6.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該透明導電層之材料係選自於由氧化銦錫（Indium
Tin Oxide，ITO）、氧化銦鋅（Indium Zinc Oxide，IZO）、氧化鋅錫（Zinc Tin Oxide，
ZTO）、鋁摻雜氧化鋅（Aluminum-doped Zinc Oxide，AZO）、鎵摻雜氧化鋅（Gallium-
doped Zinc Oxide，GZO）、氟摻雜氧化錫（Fluorine-doped Tin Oxide，FTO）所組成之
群族其中之一及其組合。
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7.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該第一化合物半導體層係一第一導電型砷化鋁鎵
（AlGaAs）層，且該第二化合物半導體層係一第二導電型砷化鋁鎵層。

8.　如請求項 7所述之發光二極體，更包含一磷化鎵（GaP）層，夾置於該第二導電型砷化
鋁鎵層與該透明導電層之間，並與該透明導電層形成歐姆接觸。

9.　如請求項 1所述之發光二極體，更包含一反射層，設置於該基板與該第一化合物半導體
層之間，用以反射該發光層發出的光線穿越該限光層之該限光開口後再由該透明導電層

對外射出。

10.   如請求項 9所述之發光二極體，其中該反射層係一分佈式布拉格反射鏡（Distributed Bragg
Reflector，DBR）。

11.   一種發光二極體之製造方法，包含：
提供一磊晶複合層，設置於一基板上，其中該磊晶複合層具有一第一化合物半導體層、

一發光層及一第二化合物半導體層，該第一化合物半導體層夾置於該基板與該發光層

間；

提供一限光層，設置於該發光層及該第二化合物半導體層間，該限光層具有一限光開

口；及

提供一透明導電層，設置於該磊晶複合層上，

其中，該發光層發出的光線將受限而須穿越該限光層之該限光開口後再由該透明導電層

對外射出，該限光開口具有一最小開口內徑，該最小開口內徑依據該發光層的發光波段

具有一反向變化關係，當該發光層的發光波段自 620奈米（nm）變化至 940奈米
（nm），該最小開口內徑自 45微米（µm）變化至 30微米（µm）。

12.   如請求項 11所述發光二極體之製造方法，其中提供一限光層之該步驟係提供具有一最大
開口內徑之該限光開口之該限光層，該最大開口內徑為 60微米（µm）。

13.   如請求項 11所述發光二極體之製造方法，更包含一高台（MESA）蝕刻製程，以蝕刻去
除部分該磊晶複合層，並裸露出該磊晶複合層之一側壁。

14.   如請求項 13所述發光二極體之製造方法，其中提供一限光層之該步驟係執行一濕氧
（Wet Oxidation）製程，使氧氣與水透過該裸露之該磊晶複合層之該側壁進入該磊晶複合
層內，以形成一氧化層於該發光層及該第二化合物半導體層間。

15.   如請求項 11所述發光二極體之製造方法，其中提供一透明導電層之該步驟係提供具一最
小厚度之該透明導電層，該最小厚度依據該發光層的發光波段具有一正向變化關係，當

該發光層的發光波段自 620奈米（nm）變化至 940奈米（nm），該最小厚度自 2400埃
（Å）變化至 4400埃（Å）。

16.   如請求項 11所述發光二極體之製造方法，其中該透明導電層之材料係選自於由氧化銦錫
（Indium Tin Oxide，ITO）、氧化銦鋅（Indium Zinc Oxide，IZO）、氧化鋅錫（Zinc Tin

Oxide，ZTO）、鋁摻雜氧化鋅（Aluminum-doped Zinc Oxide，AZO）、鎵摻雜氧化鋅
（Gallium-doped Zinc Oxide，GZO）、氟摻雜氧化錫（Fluorine-doped Tin Oxide，FTO）
所組成之群族其中之一及其組合。

17.   如請求項 11所述發光二極體之製造方法，其中該第一化合物半導體層係一第一導電型砷
化鋁鎵（AlGaAs）層，且該第二化合物半導體層係一第二導電型砷化鋁鎵層。

18.   如請求項 17所述發光二極體之製造方法，更包含提供一磷化鎵（GaP）層之一步驟，該
磷化鎵層夾置於該第二導電型砷化鋁鎵層與該透明導電層之間，並與該透明導電層形成

歐姆接觸。

(2)
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19.   如請求項 11所述發光二極體之製造方法，更包含提供一反射層之一步驟，該反射層設置
於該基板與該第一化合物半導體層之間，用以反射該發光層發出的光線穿越該限光層之

該限光開口後再由該透明導電層對外射出。

圖式簡單說明

圖 1A至圖 1N顯示製造本發明一實施例中發光二極體之示意圖；及
圖 2為本發明一實施例中發光二極體之製程步驟示意圖。
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